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АСМ зображення поверхонь плівок PbTe різної товщини, вирощених 
на сколах (0001) слюди – мусковіт за температур осадження Tп = (350 - 
630) K демонструє наяність великої кількості правильних тригональних 
пірамід різної висоти, що перекриваються. В залежності від температури і 
часу осадження спостерігаються зміни концентрації пірамід так їх висот. 
Товщини плівок становлять до 10 мкм, а перепад висот рельефу до 0,1 
мкм. 2-D гістограми гномостереографічних проекцій АСМ зображень 
поверхонь плівок та гістограма полярних кутів граней нанокластерів 
вказують на наявність осі 3 перпендикулярної до поверхні плівки і 
переважання граней пірамід системи {100}. 

Часто еволюцію нанокластерів на поверхні плівки аналізують 
виходячи з розподілу латеральних і нормальних до поверхні розмірів 
нанооб’єктів. Видається простішим розглядати еволюцію розподілу висот 
всієї системи кластерів, задавши форму одного кластера і спосіб їх 
взаємного розташування. 

Згідно з методикою АСМ – зображення поверхні задано двовимірним 
масивом висот h(i, j) заданого розміру 256 на 256 точок. Сторона 
сканованого квадрата становила 2 мкм. Через те, що піраміди на поверхні є 
майже ізомеричними, відношення основи піраміди до її висоти складає , 
зручно представляти висоти в кроках сканування. Генеруємо задану 
кількість пірамід, скануємо із заданим кроком утворену ними поверхню. 
Представляємо зображення і гістограму висот, крок гістограми відповідає 
кроку сканування. 

Точки гістограми апроксимовано сплайном, що складається з 4 
частин. Встановлено, що кривизна правої частини гістограми визначається 
розкидом висот пірамід, кривизна лівої частини і найбільш ймовірна 
висота поверхні – концентрацією пірамід. За відсутності розкиду 
найбільша висота у розподілі відповідає висоті пірамід і вона обернено 
пропорційна квадратному кореню з концентрації пірамід. 

Встановлено, що процес росту поверхневих нанокластерів PbTe за 
температур осадження Tп = (350 - 630) K здійснюються накладанням 
тригональних пірамід з гранями системи {100}. Виявлені особливості 
кінетики процесу формування поверхневих нанокристалічних пірамід. 
Визначено енергію активації вагнерівського мономолекулярного 
механізму росту поверхневих кластерів E = 0,059 еВ. 
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